GLOSARIO

e Cgs: capacitancia parasita entre las terminales D y S de un MOSFET, [F].
e Cyq: capacitancia parasita entre las terminales G y D de un MOSFET, [F].
e Cgs: capacitancia parasita entre las terminales Gy S de un MOSFET, [F].
e Ciss: capacitancia parasita de entrada de un MOSFET cualquiera, [F].

e Cn: capacitancia de entrada, [F].

e Cour: capacitancia de salida, [F].

e Coss: capacitancia parasita de salida de un MOSFET cualquiera, [F].

e Coss Hs: capacitancia parasita de salida del high side MOSFET, [F].

e Coss Ls: capacitancia parasita de salida del low side MOSFET, [F].

e C.ss. capacitancia parasita de transferencia inversa de un MOSFET
cualquiera, [F].

e ESL: inductancia equivalente serie, [H].

e ESR: resistencia equivalente serie, [Q].

e Fs: frecuencia de conmutacion, [Hz].

e Ip: corriente que fluye por el canal del MOSFET, [A].

¢ Ipriver: corriente proporcionada al driver, [A].

e g sw: corriente en terminal G durante el proceso de conmutacion, [A].
e |in: corriente de entrada, [A].

¢ Lout: inductancia de salida, [H].

e Lsiay: inductancia parasita del SBC, [H].

* PBgody diode: pérdidas por conduccion del diodo de cuerpo, [W].

o Pcond Hs: pérdidas por conduccion en el high side MOSFET, [W].
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Pcond_Ls: pérdidas por conduccion en el low side MOSFET, [W].

Pcoss: pérdidas en la capacitancia de salida de un MOSFET cualquiera,
[W].

Poriving: pérdidas debidas a la carga de compuerta por driver, [W].
Pin: potencia de entrada, [W].

Pinst: potencia instantanea, [W].

PLosses: pérdidas de potencia, [W].

PLossBoard: Pérdidas debidas al circuito impreso, [W].

PLosscin: pérdidas asociadas al capacitor de entrada, [W].
PLosscout: Pérdidas asociadas al capacitor de salida, [W].
PLossoriver: pérdidas debidas al circuito driver, [W].

PLossLout: pérdidas asociadas al inductor de salida, [W].
PLossmosreTs: pérdidas debidas a los MOSFETs de potencia, [W].
Pour: potencia de salida, [W].

Pprom: potencia promedio, [W].

Par: pérdidas por recuperacion inversa en el diodo de cuerpo, [W].
Psw: pérdidas por conmutacion, [W].

Psw Hs enc: pérdidas por conmutacion cuando el high side se enciende,
[W].

Psw_Hs_apag: pérdidas por conmutacion cuando el high side se apaga, [W].

Psw ind_enc: pérdidas por conmutacion inductiva durante el encendido del
high side MOSFET, [W].

Psw_ind_apag: p€rdidas por conmutacion inductiva durante el encendido del
high side MOSFET, [W].

Psw Ls_enc: pérdidas por conmutacion cuando el low side se enciende, [W].

Psw _Ls_apag: pérdidas por conmutacion cuando el low side se apaga, [W].
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Qg: carga total para elevar el voltaje de Ciss al voltaje de driver final, [C].
Qgq: carga asociada a la capacitancia parasita Cgyq, [C].
Qgs: carga asociada a la capacitancia parasita Cgs, [C].

Qghy: carga minima para permitir el flujo de corriente a través del
MOSFET, [C].

Qgs: carga asociada a la capacitancia parasita Cgs, [C].

Qoss: carga asociada a la capacitancia parasita Coss, [C].

Q: carga asociada a la capacitancia parasita C.ss, [C].

Qsw: se define como la suma de Qgq Y (Qgs —Qq(tny)-

Rcen: resistencia de censado, [Q].

Rpriver: resistencia a la salida del driver, [Q].

Reate: resistencia vista en la terminal G del MOSFET, [Q].
RLoap: resistencia de carga, [Q].

Ruas on: resistencia de encendido de un MOSFET cualquiera, [Q].
Ruas on_Hs: resistencia de encendido del high side MOSFET, [Q].
Rus on_Ls: resistencia de encendido del low side MOSFET, [Q].
T: periodo de una sefal, [s].

tcL: tiempo requerido por MOSFET para permitir a Ip ir de cero a lour
(tCL_ON) o alainversa (tCL_OFF), [s].

tdead_time: intervalo de tiempo con MOSFETSs apagados, dead time, [s].
tsw: intervalo de tiempo en que ocurren las pérdidas por conmutacion, [s].
Vcen: VoItaje de censado, [V].

Vpriver: Voltaje de polarizacién del driver, [V].

Vps: voltaje entre las terminales D y S del MOSFET, [V].

Vep: voltaje entre las terminales G y D del MOSFET, [V].
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Vas: voltaje entre las terminales G y S del MOSFET, [V].

V\n: voltaje de entrada, [V].

Vwier: Voltaje Miller, [V].

Vour: voltaje de salida, [V].

Vsp: voltaje de caida del diodo de cuerpo, [V].

V14: voltaje umbral para la creacion del canal del MOSFET, [V].
n: eficiencia, adimensional o en porciento.

T: ciclo de trabajo, adimensional o en porciento.

Diodo de cuerpo: diodo integrado en el cuerpo del MOSFET, body diode.
D: terminal “drenador” del MOSFET, drain.

Driver: circuito encargado de sincronizar la conmutacién de los
MOSFETs.

G: terminal “compuerta” del MOSFET, gate.

High side MOSFET: MOSFET del lado alto del SBC, subindice HS.
Low side MOSFET: MOSFET del lado bajo del SBC, subindice LS.
MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor.

Nodo phase: nodo del SBC donde se unen MOSFETs e inductor de
salida.

PWM: modulacién por ancho de pulso, pulse width modulation.
SBC: convertidor buck sincrono.

S: terminal “fuente” del MOSFET, source.
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